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摘要(译)

本发明公开了一种三亚苯基芳族化合物，其中苯中心在苯中心的间位被
三亚苯基和另一种芳族基团如三亚苯基，芘基，苯基乙烯基，咔唑基苯
基或芳基蒽基取代。本发明的间位取代的芳族化合物具有比常规的对位
取代的芳族化合物更好的热稳定性（Tg）。用作空穴传输层的间位取代
的芳族化合物或应用于OLED中的发光层的主体材料比常规的对位取代的
芳族化合物更优选。
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